










































































































专利名称(译) 空穴注入材料、发光元件用材料、发光元件、有机化合物、单体和单体混合物

公开(公告)号 CN101167196B 公开(公告)日 2012-10-31

申请号 CN200680010458.9 申请日 2006-01-26

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

[标]发明人 铃木恒德
野村亮二
川上祥子

发明人 铃木恒德
野村亮二
川上祥子

IPC分类号 H01L51/50 C07C211/54 C08F12/08 C08F12/28 C09K11/06

CPC分类号 C07C211/54 H01L51/0059 H01L51/0062 H01L51/5048 C08F112/32 H01L51/004 H01L51/0052 H01L51
/5088

代理人(译) 刘冬
林森

优先权 2005024542 2005-01-31 JP

其他公开文献 CN101167196A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明的目的是提供发光元件用材料或具有足够的空穴注入性质的空穴
注入高分子量材料而不使用具有受电子性质的掺杂剂。能达到此目的的
本发明的一种材料具有下式(1)所代表的重复单元。在式(1)中，R1代表
氢、烷基、氰基或烷氧基，R2代表芳基。所述材料的电离电位为4.9eV
或以上和5.4eV或以下。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b89d79d9-1238-49d8-8455-751e56c1f911
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036740565/publication/CN101167196B?q=CN101167196B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101167196B

